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題 	 目 	 CoGa下地層を用いた極薄L10-MnGa膜の作製と磁気パターニング	 

低コストでビットパターン媒体を作成する手法として，局所的イオン照射により磁気パタ

ーンを作成する方法がある．我々は，大きな垂直磁気異方性を有する L10-MnGa 規則合金に

着目し，これまでに 30 keV の Kr+イオン照射により，膜厚 15nm の MnGa 膜でピッチサイズ

80 nm までのビットパターン媒体を実現している．さらなるピッチサイズの微細化にはレジ

ストの薄膜化，照射イオンの低エネルギー化，MnGa の薄膜化が必要となる．そこで，MnGa

の薄膜化に有効であると近年報告された CoGa 下地層を用い，L10-MnGa (5 nm)を作製し，10 

keV の Kr+イオン照射を行うことで MnGa 膜の磁気パターニングを試みた．  

本研究では，MnGa 膜の磁気特性の向上を目指し，バッファ層に使用されている CoGa 層

の成膜条件の最適化，MnGa の組成比の最適化を行うなど，成膜条件を最適化した．最終的

に本研究で得られた CoGa 上 MnGa 膜の磁化曲線を Fig.  1(b)に示す． Fig.  1(a)の先行研究に

おける Cr 上の MnGa (5 nm)と比べ， CoGa 上の MnGa は磁化の大きさは 290emu/cc 程度でほ

とんど変化していないが，保磁力は 3kOe から 1.8kOe へ減少し，ループの角形も改善されて

いる．これから， CoGa 下地を用いることで，より配向性の良い L10-MnGa を作成できるこ

とを確認した．Fig.  2 は CoGa 上 MnGa 膜に Kr+イオンを照射することで作製した 80 nm ピッ

チのビットパターン膜の磁気力顕微鏡 (MFM)像を示している．ビットを示す明暗の領域がコ

ントラストのない領域で区切られており 80 nm ピッチという微細なパターニングができて

いることが確認された．MnGa の薄膜化により，更なるパターンの微細化が可能と考えられ

るが，MFM 観察，パターン媒体の磁化過程の評価など他の更なる検討が必要である．  
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Fig .  1  Ou t  o f  p l ane  M -H  l oops  o f  MnGa  f i lm  (a )g rown  

on  Cr ,  (b )g rown  on  CoGa  buf fe r  l aye r .   

F ig .  2  MFM image  o f  b i t  pa t t e rned  MnGa  

(5nm)  f i lm  wi th  a  p i t ch  s i ze  o f  80  nm.  


